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１．はじめに 

 CNT をバイオチップ等に応用する際には、生体

分子の固定化実現のため、アミノ基やカルボキシ

ル基などの官能基を CNT 表面に修飾することが不

可欠である。本研究では、高機能バイオチップセ

ンサ開発のためのマイクロキャピラリー大気圧プ

ラズマジェットによる垂直配向 CNT への官能基修

飾技術の開発を目的としている。キャピラリー大

気圧プラズマジェットを用いた表面処理技術によ

り、複数の官能基を 1 つの基板上に修飾すること

が可能となる。本発表では、大気圧プラズマジェ

ットを用いた表面修飾の基板材料の効果を調べる

ため、テフロン、フォトレジスト膜、Si および Ni

薄膜を用い、また基板バイアスの効果を調べるた

めの実験を行ったので、それらの結果を報告する。 
 

２．実験手順 

実験装置の概略を Fig. 1 に示す。本研究で用いた

大気圧プラズマジェット(APPJ)装置は上流側に接

地電極、下流側に HV 電極を施した二電極型である。

電圧 15kVpp、周波数 5 kHz の矩形波を印加し、プ

ラズマを生成した。プラズマジェットの先端には

内径数マイクロのキャピラリーが取り付けられた。 

 

Fig. 1 実験装置の概略 

今回、基板材料をテフロン、フォトレジスト膜、

Si、Ni 薄膜と変化させ、ICCD カメラを用いて各基

板上でのプラズマの振る舞いの観察を行った。さ

らに各基板に印加する基板バイアスを変化させ、

プラズマジェットのバイアス効果の確認も行った。 
 

３．実験結果 
基板材料を変化させたときの ICCD カメラで撮

影したプラズマジェットの放電イメージを Fig. 2

に示す。ここで、基板に印加したバイアス電圧は

CNT ドットアレイの表面修飾で使用している-500 

V とした。 

 
Fig. 2 各基板上でのプラズマの振る舞い (a)テ

フロン、(b)Ni 薄膜、(c)Si、(d)ZEP フォトレジスト 

 

Fig. 2 (a)に見られるように、テフロンを基板とし

て用いた場合には、キャピラリー先端からの放電

の様子がほとんど観測できない。一方、その他の

基板ではキャピラリーの先端からプラズマが基板

に向かって伸張している様子が観測できている。

また Ni 基板に照射した場合には、他の基板よりも

よりスポット的に照射されていることが分かる。

その他、プラズマジェットの動的振舞いや照射の

基板バイアスの効果については講演にて発表する。 
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